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(54) 프로그램가능 반도체 장치 및 메모리

요약

매트릭스 시스템의 교차부에 필라멘트 혹은 포인트 디이오드를 가지는 프로그램가능 반도체 메모리는 최
소치수로 제조될 수 있으며, 자기정렬 공차로 인하여 상당히 높은 밀도로 제조될 수 있다. 가능한 문제
는 인접한 다이오들간의 펀치스루로 인하여 프로그래밍 동안 발생될 수 있는 강한 누설전류에 노출된다
는 것이다. 형성된 다이오드 영역의 높은 배경 농도를 사용하여 누설전류를 감소시키는 것은 다이오드의 
pn 접합 에서의 항복전압이 상당히 크므로 불가능하다. 본 발명에 따라서, 다이오드들간의 상기 영역에 
보다 강하게 도핑된 표면지대를 제공하고, 이 지대는 다이오드지점으로부터 적어도 얼마간 떨어진 거리
에 위치한다. 특정 실시예에서, 상기 지대는 이 영역으로 다이오드보다 적은 깊이로 연장된다. 본 발명
은 다이오드의 굴곡이 심한 곳에서 항복전압이 결정된다는 인식을 근거로 한다. 상기 지대는 상기 누설
전류를 고수준으로 억제하고, 반면에 다이오드의 항복 전압은 충분히 높게 유지된다.
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제1도는 본 발명에 따른 반도제 장치의 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

비교적 약하게 도핑된 제1도전형의 표면영역 (surface region)을 가지는 반도체 몸체를 포함하는 프로 
그램가능 반도체 장치(programmable semiconductor device)로서, 상기 표면영역을 제2의 반대 도전형과 
비교적 높은 도핑 농도를 가지는 다수의 반도체 영역을 차례로 제공하는 유전체층(dielectric layer)으
로 덮고, 각 반도체영역을 상기 인접한 유전체층의 일부와 결합하고, 상기 표면영역은 프로그램가능 요
소를 형성하여 상기 반도체영역과 상기 표면영역사이에 충분히 높은 전압을 제공하도록 프로그램하고, 
따라서 상기 유전체층에 걸친 항복(breakdown)으로 인해 상기 반도체 제2도전형의 지대(zone)가 상기 표
면영역에 형성되고, 상기 지대는 상기 반도체영역에 도전성으로 연결되고 상기 반도체영역과 상기 표면
영역사이에 정류정합(recifying)을 형성하되, 상기 표면영역에 동일한 도전형과 상기 표면영역보다 높은 
도핑농도(dopingconcentration)를 가지는 하나 혹은 다수의 표면 지대가 제공되고, 상기 표면지대는 표
면에 보여지는 바와 같이, 상기 반도체 영역사이에 연장되어, 프로그래밍동안 형성된 상기 정류정합의 
상기 항복 전압이 적어도 상기 표면영역의 비교적 낮은 도핑농도에 의해 사실상 결정되도록 하고 상기 
표면지대에  의해  영향을  받지  않거나  혹은  적어도  사실상  영향받지  않도록,  상기  표면영역내 
표면지역(surface area)을 가지는 것을 특징 으로 하는 프로그램가능 반도체 장치. 

청구항 2 
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제1항에 있어서, 상기 제1도전형의 표면지대는 상기 지대 혹은 상기 제2도 전형지대의 상기 깊이보다 적
은 깊이로, 횡방향으로 상기 표면으로부터 상기 반도체 몸체까지 연장되고, 상기 제2도전형지대는 프로
그래밍동안 상기 제1도전형의 상기 표면영역에 형성되고 수직벽을 가진 상기 제1도전형의 표면지대와 인
접하는 것을 더 포함하는 프로그램가능 반도제 장치. 

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 표면에서 알 수 있는 바와 같이, 상기 표면지대는 상호적으로 분리되고, 상기 제2
도전형의 반도체 영역에 관련하여 상기 제2도전형 반도체 영역사이에 위치한 상기 표면영역의 영역에 자
기정렬 방식으로 제공되는 것을 더 포함하는 프로그램가능 반도체 장치. 

청구항 4 

제1 내지 3항의 어느 한 항에 있어서, 상기 제1도전형의 상기 표면영역은 이후에 기판이라고 불리우는 
pn 접합을 통해 상기 표면에 반대한 측면의 제2도전형 영역으로 합병되고, 상기 표면영역보다 높은 도핑
농도를 가지는 제1도전형 매립층은 상기 표면영역과 상기 기판사이에 형성되는 것을 더 포함하는 프로그
램가능 반도체 장치.

청구항 5 

제1 내지 4항의 어느 한 항에 있어서, 상기 표면영역은 상기 제2도전형 기판상에 에피텍셜(epitaxially)
로 제공되는 제1도전형층으로 형성되는 것을 더 포함하는 프로그램가능 반도체 장치. 

청구항 6 

제1 내지 5항의 어느 한 항에 청구된 반도체 장치를 포함하는 프로그램가능 반도체 메모리.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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